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１．概要（Summary） 

電気二重層トランジスタ（EDLT）構造を用いて二硫化

モリブデン（MoS2）に高濃度でキャリアドープすることで、

MoS2 が超伝導体となることが報告されている。通常は

MoS2 に常伝導電極が接続されており、MoS2 に超伝導

電極 （ S ） を接続した研究報告はない。 しかし 、

MoS2-EDLT/S 接合が実現できれば従来とは全く異なる

超伝導接合を実現可能で、新たな物理現象を探求できる

はずである。そこで、本研究では良好な界面特性を有す

るMoS2-EDLT/S接合の実現を目指した。 

筑波大学微細加工 PFにはパッケージング装置（West 

Bond 社, 7476D）を利用した配線工程に関する技術相

談を行った。 

２．実験（Experimental） 

【実験方法】 

 MoS2を劈開し、SiO2/Si 基板上に単層 MoS2を転写し

た。電子ビーム描画装置を用いてエッチングマスクを作製

し、ArプラズマによってMoS2を所望の形状に加工した。

電子ビーム描画装置を用いて超伝導電極パターンを作

製し、電子ビーム蒸着によって Al 超伝導電極を蒸着した。

次にレーザー露光によってゲート電極とボンディングパッ

ドパターンを描画し、電子ビーム蒸着によって Ti/Au パッ

ドを作製した。筑波大学微細加工プラットフォームでは技

術相談、および、ワイヤーボンダーを用いた Al 配線を行

った。最後に、本試料全体を覆うようにイオン液体

DEME-TFSI を滴下した上で希釈冷凍機中に試料を設

置し、輸送測定を実施した。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 Fig. 2にソース-ドレイン電圧 VSD = 100 mVで測定した

ソース-ドレイン電流 ISDのゲート電圧 VG依存性を示す。

VG = 1.5 から ISDが増加し、VG = 3.0 V以上では飽和し

ており、本試料はMoS2-EDLTとして動作している。 Fig. 

3はT = 19 mKにおける IV特性である。ゼロ電圧で電流

が流れ、MoS2-EDLT 中を超伝導電流が流れている。

我々は MoS2-EDLT を介して Josephson 接合が形成さ

れていると期待している。今後はその立証を目指す。 

 

 

４．その他・特記事項（Others） 

試料作製とMoS2の光学評価のため、国立研究開発法

人物質・材料研究機構微細加工プラットフォームおよび分

子・物質合成プラットフォームを利用した。 
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Fig. 2. ISD vs. VG of a 
MoS2-EDLT. 

Fig.1. Schematic 
sample structure. 

Fig. 3. IV curve at T = 
19 mK. 


